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Одним из наиболее перспективных для создания новых поколений наноэлектронных устройств является планарный одноэлектронный транзистор атомарно-молекулярного размера. Однако во всех известных реализациях таких элементов (см., например, [1]) для создания нанозазора «сток-исток» использовался эффект электромиграции, пригодный лишь в лабораторных условиях. Настоящая работа посвящена разработке и изготовлению электродной системы планарного одноэлектронного транзистора без использования эффекта электромиграции. 
Образцы изготавливались на стандартных подложках из кремния со слоем оксида кремния. Наноструктуры формировались при помощи сочетания методов электронной и фотолитографии, электронно-лучевого, высокочастотного магнетронного и термического напыления, а также химического травления в кислоте и щёлочи. 
Первым этапом создания наноэлектродов одноэлектронного транзистора является подготовка кремниевых подложек. На образцы наносится слой оксида алюминия (Al2O3) толщиной 50-60 нм. На следующем шаге на одной половине подложки с помощью оптической литографии с последующим термическим напылением металлов формируются пленочные подводящие провода из золота с буферным слоем из титана. Затем проводится жидкостное травление в  гидроксиде калия (KOH), в ходе которого со всех незанятых  подводящими проводами участков образца стравливается слой оксида алюминия толщиной около 40 нм. В результате поверхность оказывается ниже первой, а на краях пленочных проводов на подложке формируется ступенька такой же высоты с подтравом оксида алюминия под пленку провода. Далее на этой (нижней) половине образца симметрично первой половине проводов с помощью оптической литографии формируется маска второй половины полной системы подводящих проводов, а с помощью электронной литографии засвечиваются области центральных узких нанопроводов, соединяющих (с переходом через ступеньку) обе части полной системы подводящих проводов. В завершение проводилось повторное напыление проводов из золота и титана таким образом, чтобы суммарная толщина напыляемой пленки была меньше высоты ступеньки на желаемую ширину нанозазора «сток-исток» (не более 3-4 нм). 
В итоге мы получаем систему подводящих наноэлектродов одноэлектронных транзисторов с полученными без электромиграции нанозазорами «сток-исток» молекулярного масштаба на переходе/ступеньке между двумя уровнями проводов. 
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